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Telefunken Diode BAX21

Datasheet

BAX 20/BAX 21

Silizium-Epitaxial-Planar-Universaldioden.
Silicon epitaxial planar general purpose diodes.

Abmessungen - Dimensions
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Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

BAX 20
Sperrspannung Ur 25
Spitzensperrspannung Urma 35
Richtstrom lo [+
Up =0V
DurchlaBstrom Ir 115
SpitzendurchlaBstrom IFn 225
StoRdurchlafistrom iFn 2
tp =1 pus
Verlustleistung
tamb = 45°C Py 440
tamb = 25°C Py S00
Sperrschichttemperatur f 200
Lagerungstemperatur targ -65..+ 200

Mormgehause
JEDEC DO 35
Gewicht - Weight
max. 0,159
BAX 21

50 v

75 v
75 mA
115 mA
225 mA

2 A
440 mwW
500 mwW
200 *C
-65..+200 °C
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Telefunken Diode BAX21 Datasheet

BAX 20/ BAX 21

Warmewiderstand - Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung Rihaa 1) = 350 °C/W
KenngréBen - Characteristics

Umgebungstemperatur tgmn = 25°C

DurchlaBspannung Min. Typ. Max.
IF = 100 mA Ur®) 1 v
Ir= 10mA Ur 081 V
IF= 1mA Ur 067 V

BAX 20 Sperrstrom Ig*) 100 nA
Ug =25V

Durchbruchspannung Uigs *) 35 v
ln = 100 pA

BAX 21 Sperrstrom Ir*) 100 nA
Ug = 50V

Durchbruchspannung Uier)*) 75 ")
ln = 100 pA

Diodenkapazitat Co 4 & pF
Ug =0V, U = 50mV, f = 1 MHz

Rickwartserholungszeit e 250 ns

beim Schalten vomls = 10mA auf s = 10 mA,
RL = 100Q gemessen bei in = 1 mA

*) AQL = 085%
1) Wann die AnschiuBdrahte in je 5 mm Abstand vom Gehiuse auf 45° C gehallen werden,
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